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１．概要（Summary） 

スピントランジスタをはじめとするスピン機能デバイスの

実現には，強磁性体電極から半導体へのスピン注入，お

よび，チャネル中を伝導するスピン偏極電流のゲート制御

が必須である．スピン注入に関してはこれまで盛んに研究

がなされ，Si や GaAs，Ge などさまざまな半導体チャネ

ルにて実証がなされている．一方，ゲート制御に関し

ては実証例が極めて少なく，これまでグラフェン[1]と

Si[2]にのみ限られている．さらに，ゲート制御に必要な電

圧はいずれも 50 V 程度と比較的高く，スピン信号をより効

率的に制御することが課題である．本研究ではチャネル

およびゲート構造を最適化することにより，GaAs チャネル

における四端子非局所スピンバルブ信号および Hanle 信

号の高効率ゲート制御を実証した． 

２．実験（Experimental） 

 利用した主な装置 

電子ビーム描画装置 100 kV ELS-7000HM 

反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV 

 実験方法 

フォトレジスト,EB レジストからなる 2 層レジスト

法を用いた EB 描画,RIE により，Fig. 1(a)に示すデバ

イスを作製した．電極-2,3 の接合はそれぞれ 0.5×10 

μm2, 1.0×10 μm2 であり，接合間距離は 2 μm である. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1(b)に, Ibias = 20 μA, VG = 0, −1.5, −2.5 V のときの

スピンバルブ信号と Hanle 信号を示す． 図に示すように，

スピンバルブ信号および Hanle 信号の大きさは VG により

明瞭に変化しており，このことから，GaAs チャネルを流れ

るスピン偏極電流のゲート変調が実証された．  
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Fig. 1. (a) Device structure and circuit configuration. (b) 
Spin-valve signals and Hanle signals at IBias = 20 µA for VG = 0, 
–1.5, and –2.5 V. 


